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BẰNG CÁCH MẠ ĐỒNG Ở TỐC ĐỘ CAO

(57)  Sáng chế đề cập tới kỹ thuật làm tăng tốc độ nạp đầy lỗ hoặc rãnh được tạo ra trên đế 
mạch bằng cách thay đổi nhiệt độ, nồng độ, mật độ dòng điện, và các điều kiện khác của 
quy trình mạ đồng thông thường. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới phương pháp nạp đầy lỗ 
hoặc rãnh được tạo ra trên đế mạch bằng cách mạ đồng ở tốc độ cao, phương pháp này bao 
gồm các công đoạn: ngâm đế mạch có lỗ hoặc rãnh trong dung dịch mạ đồng axit chứa ion 
đồng, ion sulfat, và ion halogenua ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 30 tới 70°C; và mạ đế 
mạch ở mật độ dòng điện lớn hơn hoặc bằng 3 A/dm2 bằng cách sử dụng một điện cực 
không hòa tan làm anot.
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